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Cuestión 1

Indicar qué materiales son adecuados y en qué condiciones deben utilizarse para la fabricación de los siguientes dispositivos electrónicos:

i) Diodo túnel

ii) Diodo LED azul

iii) Diodo láser de doble heterounión en el infrarrojo

iv) Foto-resistencia

Cuestión 2
Representar y explicar el diagrama de bandas correspondiente a las siguientes estructuras:

i) Semiconductor tipo P sometido localmente a iluminación

ii) Unión P-N polarizada en directa

iii) Estructura MIS con semiconductor tipo N polarizada en acumulación

Cuestión 3
Representar el diagrama completo de corrientes de un transistor bipolar PNP polarizado en activa, e indicar la naturaleza de cada una de las contribuciones.
Cuestión 4
Representar y explicar la característica capacidad-tensión de una estructura MIS ideal con semiconductor tipo N,

i) En pequeña señal y alta frecuencia
ii) En vaciamiento profundo

Cuestión 5
Explicar el principio de los CCD de dos fases.
Cuestión 6
Representar y explicar comparativamente las características de transferencia ID,Sat vs. VGS correspondientes a un JFET, a un MOSFET de vaciamiento y a un MOSFET de acumulación, todos ellos de canal P.
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